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技術概要
　カーボンナノチューブ（CNT）は直径1ナノメートル程度の大きさであり、化学的に安定で優れた電気特性を持つ
ことから様々な応用が期待されています。CNTの特性を利用して低消費電力なメモリとして応用する技術です。

　カーボンナノチューブ(CNT)電界効果トランジスタ上に絶縁層を挟んで浮遊ゲート電極を作製します。浮遊ゲー
ト電極中に電子を帯電させることによって、メモリとして動作させることができます。浮遊ゲート電極としてシリコ
ンや金のドットを用いることでドットに1電子ずつ帯電させる低消費電力な単電子メモリとして応用することができ
ます。
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応用分野　　　Application

単電子メモリ
single electron memory

目的・期待される効果
●浮遊ゲート中の電荷を高感度に検出
●省エネルギー(数十mV程度で動作可能)

カーボンナノチューブ単電子メモリ
Single electron memory devises based on carbon nanotubes
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